
表面君子ヂ度＼乃

区11 日立汎用ノヾブルメモリカード
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半導体
電子部晶

半導体

マイクロコンピュータ

エレクトロニクス産業の中核を担う電子部品･半導体は,雪望品やシステ

ムの合理化,小形化及び省エネルギ【化を図ることができ､かつ市場寛蓬争

力を付ける有力な武器となるため激しい開発競争が展開され,最先端技術

と総合技術を駆使して,数々の新製品が開発されている｡

磁気バブルメモリの分野では､64kビット及び256kビットデバイスを量産

中であり,このデバイスと支援LSIを搭載した8k～128kバイトの′ト形汎用

バブルメモリカードが泣こく使われ,8Mバイトの高速･大容量バブルメモ

リ装置を製作した｡また撮像管では,いっそうのイ氏残像化を図った放送用

高性能サチコン㊤シリース-と18mm単管サチコン⑧を開発L,`家庭用カラー｢ビ

テ■オカメラの【巾質向卜に寄与した｡また,小形軽量で取扱いの容易なテレ

ビジョンカメラを実現するため,MOS形同体揖條素丁2品稚を開発した√､

近年,情報の多様化に伴い,コンピュータ端末の文字,図形表示装置の

カラー化が急速に進んでいるため,解像度を高めたコンピュータ端末用カ

ラ【ブラウン管を開発した｡

半襟休メモリは,大容量化,高速化及び低消哲電力化を新巧▲案のkl柑各

と,2.5～3.0〃m微細加工技術により実現L､製品の系列化を図っている.｡

電～(的に記憶内容を書き換えることができるEEPROMでは,16kビッ

ト製品が新たに開発された｡電池駆動のポケッタブルコンピュータ,番羽訳

機には比較的低速のマスクROMが使われるため,大容量,作も消費電力をね

らった256kビットCMOSマスクROM開発した｡バイ ポ【ラメモり も高速

化,大谷量化への市場要求にこたえて,新製品の開発を進め,近く16kビッ

トECLRAMを加えて,高速バイポーラメモリ系列の充実を図ることになって

いる｡

電力用半導体グ)GTOサイリスタでは,従来の600V級に加えて1,200V90

A級,1,600V600A級を開発し,■軌二人容量のGTOサイリスタの開発を進

めている｡

マイクロコンピュータでは,LSI技術の進歩と利月け支術の蓄積により,そ

の応用範囲がますます拡大されつつあるため,4ビット,8ビットマイク

ロコンピュータ系列を充実させるとともに,16kビットマイクロコンビュ【

タのMPUの試作を完了し,次いでDMACの開発を進め,更に,FORTRAN

言語とコンパイラを開発した｡また,従来のSBCシリーズに加え,更に小

形で低価格なSCシリ”ズを製品化し,手軽にマイクロコンビュMタをん己用

機器に導入できるようにした｡

その他,音声合成LSIは,先に開発したLSIの量産を進めるととい二,

CMOSシステムを開発中である｡また,VTR,ビデオディスク,PCMオー

ディオ装置用にも,数々のLSIが開発されている｡
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(a)従来のガラスバッシベーション素子

図4
.カ'ラス/(ッシーヾ-ションGTOサイリスタ

(a)

図3 固体撮像素子〔(a)HE9721l,

(b)HE9822り

(b)

電子部晶
磁気バブノレメモリの製品イヒ

Fl良二製作所では,磁気バブルメモリ

の製品化を強ソJに進めている｡

イ滋気バブルメモリは機械的作動部分

がないので,耐庵,耐振性に優れ,故

障が少ない卜,低消貸電力という特長

を牛_かし,電-r∴交換機やNC(数値制

御)機,各種マイクロコンピュータ応

用機器に採用されている｡規範三,64kビ

ット及び256kビ､ソトチップを量産中で

あり,電一戸‾交換機用バブルメモリユニ

､ソトにも使用されている｡また,パフー
ルデバイ スや支援LSIを搭載した′ト形

汎用′ヾブルメモリカード8k～128kバイ

トシリーズが産業用にメェく用いられて

いる(図1)｡更に,256kビ､ソトデバイ

スを用し､て芥量8Mバイト,転送レーー

ト10Mバイト/秒,アクセスタイム2

msグ)高速･大谷量バブルメモリ装置を

製作し,データベースマシン用として

工業技術院電子技術総合研究所に納入

した｡

撮像管｢サチコン⑧+の新製品

開発

カラー-テレビジョン放送などでの高

.払位,高匝ほ葺化の要求にこたえて､高

性能サチコン㊧H9369(25mm形,標準カ

メラ用),H9366(18mm形,ENGカメ

ラ用)を開発Lた(図2)｡これらの特

長は,放送用に初めてピンスルー信号

電極を採用して,イ氏出力容量,高S/N
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(b)新Lし､ガラスによりバッシベーションされた素子

比を実現し,新形イ氏残イ象サチコン⑧暇

の開発により,いっそうの低残†象化を

図った点である｡

一方,18mm形単管サチコン⑧H9373,

H9374は,徴射H色ストライプフィルタ

に表面品位の高い保護ガラス及び透明

導電膜を形成する新量産技術の開発に

より,放送用高性能撮像管サチコン⑧

のもつ優れた特性を家庭用カラーーカメ

ラの分野に適用できた新Lい製品であ

る｡これにより広範囲の撮イ象条件でク

リアな画質のビデオカメラの炭塵か可

能となった｡

固体撮像素子の開発

′ト形軽量で信相性も高く,しかも取

扱いの容易なテレビジョンカメラを実

現するため,MOS(Metal-Oxide Semi-

conductor)形固体撮像素子2品種(図

3)を開発した｡これらはMOS形構造

のため,解イ象度,出力などの点でも優

れた特長をもち,テレビジョンカメラ

用掘イ象素子とLて広い用途に適してい

る｡HE97211〔同l封(a)〕は,水平,垂

直二方向に共に27/∠mのピッチで画素を配

列したモノクローム用素了て､画像処理

が容易なため,特に工業用計測カメラ

に適しており,昭和55年6月に発売さ

れた｡また,HE98221〔同凶(b)〕は,

色分解フィルタをも内蔵して高集楷化

したカラー用素子で,糸も シアン,黄,

口の4色の信号をそれぞれ独立に取り

出すことができ,VTR用カラ【テレビ

ジョンカメラに適している｡

コンピュータ端末用カラーブラ

ウン管の開発

コンピュータ端末の文字,図形表示

装置に使われるCRT(Cathode Ray

Tube)は,近年情報の多様化に伴いカ

ラー化が急速に行なわれている｡このた

び,超ファインピッチの トソ い伏スク

リーンとインライン配列の高解像度電

子銃を採用して,シャドウマスク孔の

サンプリングによる空間周波数特性を

改善し,電子ビームのスポット径を小

表l コンピュータ端末用カラーブラウン管の性能

用途

形名

項目

コ ンピュータ端末用 一般テレビジョ ン用

370+YB22

(川形gO度)

510X+82Z

(20形90度) 14形90度 20形90度

けい光面積逼

電 子 銃

画面中央ビーム径(mm)

0.3lmmピッチ,ドットけい光面
ブラックマトリックス

0,63mmピッチ,

ストライプけし､光面
ブラックマトリックス

0.8Immピッチ.

ストライプけし､光面
ブラックマトリックス

インライン配列.Hl-BPF形 インライン配列,Hl-BPF形

¢0.5 ¢0.8 ¢l.0 ¢l.5

明るさ(全面白)(F+) 50 25 130 90

ビ ー ム 電 流(mA) 0.45 0.45 卜0 l.2

陽 極 電 圧(kV) 23 27.5 22 25

けい光体ドット紀組み敷 約70万組み 約130万組み 約15万組み 約Zl万組み

表示能力(水平方向トソト数) 720ドット 900ドット 380トソト 450ドット

表 示 文 字 数 2′560文字 4′000文字 約l.000文字

表2 3/〃¶ MOSメモリ製品の代表特性

分 環 品 名

メ モ リ 容 量 パッケージ アクセスタイム サイクノLタイム 動作暗箱費電力

容 量 構 成 ピ ン 数 max(ns〉 max(ns) (mw)

ダイナミック

メモリ

HM4864 64kビット 64絹吾×lb 16 150/200 Z70/335 200ハ65

HM4引6 16kピット 16k語×lb 16 100 200 250

スタティック

メモリ

HM6f16 16kビット 2k語×8b 24 J20ハ50 lZO/′150 175

HM6147 4kビット 4k語×lb 18 55/7() 55/70 75

HM6148 4kビット lk語×4b 18 70ノ/85 70/85 158

さく して解像度を高めた‾丈7二,及びグ

ラフイ
ソク表ホ用の高解像度カラーフ､

ラウン管(14形及び20形)を開発した

(表1)｡

本CRTは,90度偏向,向径29.1mmネ

ックの低消費電力形で,サドルトロイ

グル形偏向ヨ【クと組み†ナわせてセルフ

コンパーーゼンス化も可能となり,イ吉相性

の向で優れてし､る｡2,000～4,000文字

(7×9ドット/1文字)のフルカラ【表示

が可能である｡

半導体
1,200V級GTOサイリスタシリー

ズの開発

従来の600V級GTO(Gate Turn-Off)

サイリスタシリーズに加えて,1,200V

紋20A,50A,90A及び200AのGTOサ

イリスタを開発し,量産体制を確立二し

た｡本素十は特殊な組成のかラスパリ

シベーション構造を採用し,その電荷

密度を規定することによりpn接合部の

電界強度を緩和して,高耐仁f化を実現

したものである｡この結果,ベーース屑

の比抵抗及び厚さを小さく抑えること

ができ,良好な動特性を得ることがで

きた(図4)｡素子の基本構造は600V;扱

素子で実績のある高速化と低損失化を

同時に実現できるアノードPエミッタ

短絡構造である｡本1,200Vシリーズの

完成により,400V系可変速モータドラ

イブ用インバータの開発が容兢となり,

電動力応用装置の省エネルギー化が期

待できる｡また,これら中容量素了･の

ほかに,大電力用スイッチング素子の

分野でも,既に製品化Lている800V450

A碓GTOサイリスタに加えて,1,600V

600A昌汲及び2,500Vl,000A紋GTOサ

イリスタを開発した｡/卜後,省エネル

ギ【用各椎装置の発展ととい二,GTO

サイリスタへの要求が各分野で一f立と

強まることが予想されるか,これに応

じた素十のシり【ズ化を1こ成Lた｡

高性能3/∠mMOSメモリ系列の

製品イヒ

従来の5/∠mプロセス技術に代わり,

MOS(MetaトOxide Semiconductor)メ

モリでは製品の大容量化･高性能化を

目指し,吏に微細加工技術である3〃m

N MOS技術及び3/ノmC MOS技術を確

立し,ダイナミックMOSメモリ,スタ

ティ･ソクMOSメモリ系列とLて製品化

した｡

(1)ダイナミックMOSメモリ

ダイナミ ックMOSメモリで3/ノm製品

の代表は,次期ダイナミックメモリの

中心となる大容量64kビットメモリHM

4864である｡HM4は64は,従来の5/ノm技

術による3電i悦方式の16kビットメモリ

に対し,3/JmN-MOS技術によリメモ

リ容量の4倍化を図るととい二,5V

単一電i塘方式化することにより,侍し､

やすいメモリとして開発した｡このほ

か,高速16kビットHM4816も3ノJmN

MOS技術による製品である｡また,

大容量ダイナミ､ソクメモリで問題とな

るα様によるソフトエラーについても

対策し,高信頼度を達成している｡
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図5 HM10470Hのチッ

図9
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占縮′ト享受影露光装置RA-101システムの外観

図6 16kビットEEP ROM 図7 HN61256チップ

プ HN48016Pのチップ

外観

(2)スタティ ソクMOSメモリ

スタティソクMOSメモリの大容量化

とLて,3〃mC MOS技術を用い,16

kビットメモリ(2k語×8ビット情成)

HM6116を,また高性能化として高速･

什も電力4 kビットメモリHM6147/H

M6148を開発した｡これらスタティ ッ

クMOSメモリは,3/ノm技術の他メモ

リセルやデバイス構造にも工夫を加え

たHi-C MOS(High Performance-C

MOS)技術の採用により,N MOS メ

モリのもつ高速性とC MOSメモリのも

つ低電力件を合わせもつ優れた惟能を

もっている｡

これら3/上皿MOSメモリ製品の代表

1寺性を表2に示す｡

超高速バイポーラメモリ系列の

開発

コ ン ピュータのノヾソファメモリやコ

ントロールメモリに使われ,その性能

向_Lに重要な役割を果たしている高速

バイポーラメモリの高速化,大谷量化の

要求にこたえるため4k語×1ビット

ECL RAM3品椎,1k語×4ビット,

ECL RAM2品種を製品化した｡ロジ

ック レ/ヾルは,10kタイ70,100kタイプ

両者をそろえている｡中でも4k語×1

ビットのHMlO470Hの‾最大アドレスア

クセス時間は12nsと超高速である(図

5)｡ウェーハブロセスとLて,は酸化

巧莫アイソレーション2.5/ノm加1二技術,

イオンイ ンプランテーショ ン,ドライ

エッチングなどの技術を駆使している｡

更に,この技術を応用しより高速な4

k語ECLRAM及び16k語×1ビットの

ECLRAMの開発を進めており,高速

メモリの製品系列の充実を区lってい

る｡
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16kビットEEPROMの開発

EEPROM(Electricallg Erasable

and Programmable Read Only Memo-

ry)は,電気的に記佗内容を書き換え

ることができる読ふ′f与L専用の半導体

ICメモリである(〕

従来のEEP ROMは,メモリ容量が

最大8kビット,喜売み出し速度が1/ノSと

イ氏速であった｡今山開発を行なった16

kビットEEP ROM,HN48016P(図6)

は,メモリ素子をnチャネルシリコンゲ

ートMNOS構造を使用することにより,

集積度,スヒード共従来の2倍を実現

した｡

また,電i原電r主十5V動作,ヒン配置

もEP ROM(Erasable and Program-

mable Read Only Memory)とビンコ

ンパチフ､■ルであリム二検竹三がある｡

EEP ROMは装置に実装した状態で

情報を書き換えることができるため,

デ【タ書換えを多く必要とする装置に

最適である｡

大容量C MOSマスクROMの

開発

マイクロコンヒュ一夕の普及ととも

に,マスクROM(Mask Programmable

Read Only Memory)は,その固定メ

モリとして必須のものとなり,マイクロ

コンピュータシステムの大形イヒとあい

まって,ROMの大容量記憶化が進んで

いる｡特に,ポケッタブルのコンピュ

ータ及び翻訳機では,大谷量かつ低消

費電プJのマスクROMがシステム構成上

必要不可欠である｡

HN61256は,このような背景の中で

開発されたもので,256kビットの大谷

量をシリコンチップ上に,最小ゲート

幅が3/∠m(7)超微細加工技術のC MOS

プロセスを利用することで実現してい

る｡図7にHN61256グ)チップを示す｡

姦脚
藩
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図8 精密温度調節装置付クリーンベンチ

C MOSプロセスの使用による低消費

電力(動作時=3mWタイプ,スタンバ

イ時=5/ノWタイプ)を特長とし,比較

的低速(アクセスタイムニ6/ノS maX)

でも許される電ブ也駆動のパーソナルコ

ンビュ【タ,翻訳機及び撰字キャラク

タジュネレ【タに過している｡

なお,C MOSマスクROM系列と し

て,5/Jmプロセスを使用した128kビッ

トのHN43128も製品化している｡

半導体製造用精密温度調節装置

付クリーンベンチの開発

半導体製造工業では集積密度の向上

に伴い､製造プロセスの環J竜は,塵填

♂)管理ととい二i法度の高精度な言削御が

不可欠条件となっている｡精密温度調

節装置付クリーンベンチ(図8)は,こ

れら市場ニーズにこたえ開発されたも

のである｡このクリーンベンチは,PID

(比例･桔分･微分)制御方式の才采用に

よる高相度な温度制御と,HEPAフィ

ルタ(超高性能フィルタ)を用いた無塵

化技術の組みイナわせにより次のような

特長をもっている｡

(1)清浄度は,クラス10(1ft3(乃空気中

に0.5〃以上の純子が10個以下)｡また,

0.1/ノHEPAフィルタを使用することに

よリクラス1cり超無塵二状態も可能であ

る｡

(2)設定i温度に対し±0.1℃の高精度な

温度調節が容易にできる｡

(3)前面が開放されているクリーンベ

ンチタイプのため,作業惟が良い｡



コンパイラによって
翻訳されたプログラ
ム

ー◆
機 械 語 化 の

た め の 編 集 --◆
プ ロ グラ ム の

ROM化の準備

同…システムでプログラムの実行アドレスが変更された場合
新たにROM作成の作業が必要である｡

機 械 語 化 の

た め の 編 集 ■■●･
プロ グラ ム の

ROM化の準備

(a)従来方式(非フロータブル形式)の目的プログラム

ー◆

■}ト

非フロータフル

形式のROM化
プログラム

非フロータブル
形式のROM化
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図柑 SC(シングルカードコンピュータ)

の外観

表3 LCDシリーズ及び8ピットマイクロ

コンピュータの概要

(a)LCDシリース

機才王

Ⅰ員且
LCDl書 LCDIT● +CDIII

プ ロ セ ス C MOS CMOS C MOS

パッケージ

命 令‾数

FP 80 FP-80 FP-80

71 7】

内蔵ROM(ピット) 2.2kX10 l.4kX5 Z.2kX10

640内蔵RAM(ビット) lk l.2k

Ⅰ//0 ポ
ート

ll ll 32

L C D 形 態
【6〉く42 5 × 7 16ポテ

トソトマトリックス トット‾7トりックス 7セクタメント

)主:* 開発中

(b)8 ビットマイクロコンピュータ

機才玉

項且
＼

HD6805S HD6801S HD6809

命 令 数

アドレスモード数

引 83 80

7 5 12

レ ジ ス タ 数 3 4 7

割 込 み 3 了 6

内蔵ROM(バイト) i_lk 2k

内蔵RAM(バイト) 64 128

内蔵Ⅰ′/0ポート 20 29

ぅも縮小投影露光装置

半導体技術は,超LSIの量産段ド皆に

モったが,これに用し､られる微細パタ

ン加_1‾二装置が歩どまりを制している()

本装置は1～2/ノm線幅に適する光リソ

グラフィ システムで,

(1)レテイクル自動位置合せ

(2)TTL(ThroughThe Lens)方式ウ

ェーハ日動位置合せ

(3)チップ露光ごとの位置(ナせモード

を自動迷択

(4)レーザ測長計による高速･高精度

ステージの制御

(5)自動焦点機構と可変アバーチャ高

月てi度光i傾の採用

(6)露光パラメータのファイルシステム

などにより,パタン合せ精度,解像度,

操作惟に優れている｡

図9に本システムの外観を示す｡

マイクロコンピュータ

マイクロコンピュータ+Slの系

列弓畠イヒ

4ビットマイクロコンビュ【タの分

野では,ドットマトリックス形及びセ

コンパイラによって
翻訳されたプログラ
ム

¶､

ー◆
横 械 語 化 の

た め の 編 集 -◆
プロ グラ ム の

ROM化の準備
ー■◆

プログラムを任意の記妄藻場所にセットLて実行できるため,

同じROMがそのまま利用できる｡破線部の作業が不用になる｡

､こ､｢こ二二

､叫至言警慧語 化 の

の 編 集

+ユニ

フロータブル

形式のROM

化プログラム

二二==ニロ′Lヨエヱゝど‾ヲ

竺塑ゴ去而プサI

(b)新方式(フロータブル形式)の目的プログラム

注:略語説明 ROM(Read Only Memoly)

図Ilフロータブル形式の目的プログラムの効果

グメント形LCD(Liquid CrystalDis-

play)を面接駆動可能なマイクロコンピ

ュータ3品椎を開発中で,うち1品種

を完了Lた｡これらの品椎は,省電力

形機性器の分野で広範囲な応用が期待

される｡山方,8ビットの分野では,高

機能シングルチ､ソブマイクロコンピュ

ータ2品椎(HD6805S,HD6801S)と,

8ビットマイクロコンピュータの一最高

機種HD6809を開発し製品化した｡前者

は,従来の4ビットマイクロコンピュ

ータHMCS40シリーズの_1二位機椎群と

して,後者は従来の8ビット品と16ビ

､ソト品の間を埋める機種としてそれぞ

れ位置付けられる｡また,16ビットの

分野では,高性能MPU(Micro Pro-

cesser Unit)HD68000の試作を完了し,

DMAC(Direct Memory AccessCon-

troller)の開発も並列して進行している｡

シングルカードコンピュータ

(SC)シリーズの製品イヒ

最近,マイクロコンピュータの応用

は広範囲,多岐にわたっている｡このニ

ーズに対応するため,従来のSBC(シ

ングルボードコンピュータ)シリーズ

に加え,小形で低価格なSC(シングル

カードコンビュ【タ)シリーズの製品

化を行なった(図川)｡

SCシリーズの特長は,基板サイズが

175mmXl15mm□と小さく,実機への組込

みはねじ+_上二めとなっているため,廣板

の実装スペースが従来のSBCに比べ大

幅に少なくなることである｡また,応用

機器の機能によりプログラムエリア(R

OM:Read OnlyMemory)とワークエ

リア(RAM:Ramdum Access Memo-

ry)の客員を変更できるはか,一郎機

能〔例えばⅠ/0(入出力)インタフェース部

など〕の変更か容易に実現できるセミ

カスタムとしても購人できることであ

る｡このように,マイクロコンヒュ一

夕応用を安価かつ小形にまとめること

かでき,しかも必要があれば一部機能

をユーザ【専用仕様として購入するこ

とかできる｡

ソフトウェアについては,従来のSBC

で作成Lたものがそのまま適用できる｡

16ビットマイクロコンピュータ

HMCS68000用FORTRAN

コンパイラの開発

マイクロコンピュータでは,プログ

ラム開発呈や問題の複雑さの増大に伴

い,ソフトウェアの生産性向上,保1:

性の向上が重要課題となっている｡16

ビットマイクロコンピュータ680000用

にFORTRAN言語とそのレジデント形

コンパイラ(マイクロコンピュータ上

で動く)を開発した｡仕様は,披新の

規格である米国規格FORTRAN77にでナ

わせてあり,数年前の大形計算機の

FORTRANにもない‾文字処理や生産件

保守性の向._Lに有効な構造化プログラ

ミングの機能が特長である｡また,シ

ステム制御用プログラムにも使用可能

とするため,ビット処理などの機能も

追加してある｡コンパイラの作り出す

目的プログラムとLては,使用メモリ

呈を2,3割程度節約できるリエント

ラント機能や,プログラムを任意の記

憶番地にセットして実行できるフロー

タブル構造に生成できる(図‖)｡
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